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Krotki opis:

W niniejszym projekcie planuje sie zaprojektowanie i zbadanie dwéch
klas zwigzkéw chemicznych, ktére z jednej strony bedg tgczyty cechy
potprzewodnikowe i ferroelektryczne, a z drugiej bedg wolne od wad
perowskitow otowiowych (wigeksza trwatos¢ i mniejsza toksycznosc).
Ponadto przewiduje sig, ze nowe materialy umozliwig precyzyjne
strojenie wtasciwosci elektrycznych w celu uzyskania memrystoréw o
pozadanych wtasciwosciach.

Struktura otrzymanych zwigzkéw bedzie weryfikowana w badaniach
XRD, a takze przy uzyciu spektroskopii optycznej, oscylacyjnej i
XANES.

Materiaty te zostang doktadnie scharakteryzowane pod wzgledem
struktury oraz wtasciwosci elektrycznych. Planuje sie wykonanie

serii memrystoréw cienkowarstwowych z wykorzystaniem
otrzymanych materiatow, ktérych dziatanie bedzie oparte o
modulacje bariery energetycznej na ztgczu metal-potprzewodnik
(tzw. bariery Schottky’ego). Konfiguracja taka powinna zapewni¢
znacznie lepsze parametry memrystora, w szczegoélnosci wieksza
trwatos$¢ i mniejsze zuzycie energii w procesie przetaczenia.

Short description:

In this project, it is planned to design and test two classes of chemical
compounds, which on the one hand will combine semiconductor and
ferroelectric features, and on the other hand be free from drawbacks
of lead perovskites (higher durability and lower toxicity). In addition, it
is anticipated that new materials will enable fine tuning of electrical
properties to obtain memristors with the desired properties.

The structure of obtained materials will be verified by XRD, optical,
vibrational and XANES spectroscopies.

These materials will be accurately characterized in terms of structure
and electrical properties. It is planned to make a series of thin film
memristors, the operation of which will be based on modulation of the
energy barrier at the metal-semiconductor junction (the so-called
Schottky barrier). This configuration should provide much better
parameters of the memristor, in particular greater durability and lower
energy consumption in the switching process.

Wymagania w stosunku do kandydata:

- znajomos$¢ zagadnien zwigzanych z oddziatywaniem
promieniowania rentgenowskiego z materig

- znajomosc jezyka angielskiego umozliwiajgca prezentacje wynikéw
naukowych w formie pisemnej i ustnej

- doswiadczenie w pracy z aparaturg badawczg

- ukonczone studia magisterskie na kierunku: fizyka, chemia, biologia,
inzynieria materiatowa lub pokrewnym

Requirements to the candidate:

- knowledge of the topics related to the interaction of X-rays with
matter

- English language skills enabling the presentation of scientific results
in written and oral form

- experience with research equipment

- master degree in physics, chemistry, material sciences, or a related
field




- znajomosc¢ technik spektroskopii elektronowej lub metod
absorpcyjnej spektroskopii rentgenowskiej

- doswiadczenie w pracy z syntezg i przygotowaniem materiatéw

- znajomosc¢ metod synchrotronowych oraz elementéw i aparatury
linii badawczych bedzie dodatkowym atutem

- knowledge of electron spectroscopy techniques or X-ray absorption
spectroscopy methods

- experience with the synthesis and preparation of the materials

- knowledge of synchrotron methods, beamline components and
research equipment will be beneficial

Projekt w realizacji

Ongoing project




